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(A1) The matrix (2) for the image is addressed by line scan switching (Y1,Y2,Y3) 
with each column having its own detection circuit (X1,X2,X3) addressed in 
sequence by a multiplexer. The pixels (Pn), comprising an MOS switch (T) and a 
photodiode (Dp), are back biased at -Vpi then switched (1) to forward bias + Vd 
for a short period during each line scan. The output is detected and held by an 
integrating amplifier (GTn) which is reset after each line scan. 
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@ PROCEDE DE COMMANDE D'UN DETECTEUR D'IMAGE NUMERIQUE A FAIBLE REMANENCE, ET 
DETECTEUR D'IMAGE METTANT EN OEUVRE LE PROCEDE. 

© La presente invention se rapporte a un procede de 
commande des points photosensibles d'un detecteur d'ima- 
ge du type numerique. 

Le detecteur auquel s'applique I'invention comporte une 
matrice (2) de points photosensibles (P1 a P9) realises a 
partir d'un materiau semi-conducteur. Les points photosen- 
sibles (P1 a P9) sont agences en lignes (L1 a L3) et en co- 
lonnes (CL1 a CL3), chaque point photosensible 
comprenant un element interrupteur (T) cooperant avec une 
photodiode (Dp). Chaque photodiode (Dp) est polarisee en 
inverse par la tension de polarisation inverse (Vpi) avant 
une phase de prise d'image (Phi). 

Le procede de I'invention consiste, avant la phase de 
prise d'image (Phi), a creer une phase dite de saturation des 
pieges (PHS) au cours de laquelle une tension de polarisa- 
tion directe (Vd, Vd2) est appliquee aux photodiodes (Dp), 
et provoque dans ces dernieres le passage d'un courant (i2) 
dans leur sens de conduction direct. 

On produit ainsi electriquement des porteurs qui, en sa- 
turant les pieges presents dans la structure semi-conductri- 
ce, suppriment des effets de remanence. 

L'invention s'applique notamment aux detecteurs dama- 
ges radiographiques. 
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PROCEDE DE COMMANDE D'UN DETECTEUR D'IMAGE NUMERIQUE 
A FAIBLE REMANENCE, ET DETECTEUR D'IMAGE METTANT EN 
OEUVRE LE PROCEDE 

La presente invention se rapporte a un precede de commande 
des points photosensibles d'un detecteur d'image du type numerique. Elle 
vise notamment a reduire les phenomenes de remanence, et elle s'applique 
de maniere particulierement interessante dans le cas de la detection 
5 d'images radiologiques. L'invention concerne egalement un detecteur 
d'image mettant en oeuvre le precede. 

On trouve maintenant couramment des panneaux detecteurs 
d'image de type plat, dont le fonctionnement est base sur des matrices de 
points photosensibles en materiaux semi-conducteurs. Les points 

10 photosensibles sont realises par des techniques de depot de films en 
couches minces, qui permettent de fabriquer des matrices de grandes 
dimensions (par exemple 50 cm x 50 cm). Ces matrices peuvent avoir 
jusqu'a plusieurs millions de points photosensibles ou pixels, sensibles dans 
une bande de longueurs d'ondes correspondent sensiblement a la lumiere 

1 5 visible ou proche du visible. 

Pour la detection des images radiologiques, il suffit d'interposer 
un scintillateur entre la matrice photosensible et le rayonnement X, pour 
convertir le rayonnement X en un rayonnement auquel sont sensibles les 
photodiodes. II est classique a cet effet, de recouvrir les elements 

20 photosensibles de la matrice par une couche d'une substance scintillatrice. 

Le plus souvent, les points photosensibles sont constitues a partir 
de silicium amorphe (aSiH). Chaque point photosensible comprend un 
element faisant fonction d'interrupteur, dispose en serie avec un element 
photosensible constitue generalement par une photodiode ; la fonction 

25 d'interrupteur est couramment remplie par un transistor, ou bien par une 
diode dite de commutation. 

Les points photosensibles forment un reseau de lignes et de 
colonnes. La commande de chacun des elements interrupteurs, ligne par 
ligne, permet de transferer sur une colonne les charges produites par la 

30 photodiode correspondante durant ['exposition de cette derniere a un signal 
lumineux de mesure, c'est a dire a un signal correspondant a une image a 
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detecter. Des circuits de multiplexage exterieurs permettent ensuite de lire 
les charges des differents points photosensibles. Une matrice photosensible, 
du type dont chaque point photosensible comprend une photodiode et une 
diode de commutation, est decrite avec son mode de fonctionnement et ainsi 
5 qu'une maniere de la realiser, dans une demande de brevet francais n° 
86.14.058 (n° de publication 2.605.166). 

II est a noter que le fonctionnement de la photodiode elle-meme 
n'est pas tres different, dans le cas ou elle coopere avec un element 
interrupteur fait d'une diode de commutation que dans le cas ou cet element 

10 interrupteur est un transistor, mais que cependant ces deux cas exigent des 
procedes de commande des points photosensibles assez differents. 

La figure 1 montre le schema de principe classique d'un point 
photosensible P, comprenant une photodiode Dp associee a un element 
interrupteur T constitue par un transistor. Le transistor T est du type MOS 

15 (de I'anglais Metal Oxyde Semiconductor 1 ) couramment realise par des 
techniques de depot de films en couches minces. 

Le drain D du transistor T est relie a un conducteur j dit 
tonducteur colonne" et sa source S est reliee a la photodiode Dp, a la 
cathode de cette derniere dans I'exemple. Le conducteur colonne j est relie 

20 a une premiere entree e1 d'un amplificateur integrateur de lecture Al, dont 
une seconde entree e2 est reliee a un potentiel de reference Vr, lequel 
potentiel Vr est ainsi impose au conducteur colonne j. La grille G du 
transistor T est reliee a un conducteur dit tonducteur ligne" i recevant un 
potentiel tel qu'il impose au transistor T un etat de repos bloque" sauf a 

25 des instants appropries ou des impulsions appliquees a la grille G font 
passer le transistor T a I'etat "passant" L'autre extremite de la photodiode 
Dp, son anode dans I'exemple, recoit une tension dite de polarisation Vpl 
qui, dans I'exemple et compte tenu du sens du montage de la photodiode Dp 
represents a la figure, est negative par rapport a la tension de reference Vr, 

30 de maniere a permettre la polarisation de la photodiode Dp en inverse. 

II est classique en effet, que juste avant une phase de prise 
d'image dans laquelle la photodiode Dp est exposee a une information 
lumineuse ou signal de lumiere utile, la photodiode recoive a ses bornes une 
tension dont les polarites sont contraires a celles qui permettent sa 

35 conduction dans le sens direct : la photodiode Dp est alors dite 'en 
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polarisation inverse" II est a noter qu'une telle organisation est valable pour 
tous les points photosensibles d'une matrice (non representee), comportant 
un nombre N de conducteurs ligne tels que i et un nombre M de 
conducteurs colonnes tels que j, avec a chaque croisement un point 
5 photosensible tel que P. 

Une information lumineuse a laquelle est exposee la photodiode 
Dp cree des photocharges qui, dans un premier temps, sont integrees sur la 
capacite que constitue la photodiode Dp quand elle est polarisee en inverse. 
A cet effet, une impulsion (non representee) appliquee au conducteur ligne i, 

10 met le transistor T a I'etat passant" ce qui provoque I'application de la 
tension de reference Vr sur la cathode de la photodiode Dp. Cette derniere 
est alors mise en polarisation inverse et constitue une capacite qui est 
chargee a la valeur de la tension de reference Vr. Quand disparait 
I'impulsion sur le conducteur ligne i, le transistor T retrouve I'etat bloque, et 

15 un point de jonction entre la source S du transistor et la cathode de la 
photodiode Dp constitue un noeud a potentiel flottant A"ou seront ensuite 
au cours d'une phase de prise d'image, stockees les charges engendrees 
par I'exposition a reformation lumineuse. 

L'accumulation de charges au point " A" durant une phase de 

20 prise d'image, engendre une variation de la valeur de tension presente en 
ce point, valeur qui passe d'une valeur de polarisation inverse initiale proche 
de Vr a une valeur plus negative, en fonction de I'intensite de I'exposition a 
la lumiere. 

Dans une phase suivante d'adressage ligne permettant la lecture 
25 du point photosensible P (et la lecture de tous les points photosensibles 
relies au conducteur ligne i), la mise a I'etat passant du transistor T a pour 
effet de replacer la cathode de la photodiode Dp a la valeur de polarisation 
inverse initiale, et de faire circuler dans le conducteur colonne j un courant 
de mesure proportionnel aux charges qui ont ete accumulees au point A" ; 
30 ce courant est injecte dans I'amplificateur integrateur de lecture Al dont la 
sortie Si delivre une tension proportionnelle au courant. 

La proportionnalite, entre la valeur delivree en sortie d'un 
amplificateur integrateur de lecture Al et I'intensite du signal lumineux capte 
par un point photosensible, peut etre alteree par differentes causes parmi 
35 lesquelles certains phenomenes de remanence, engendres par le materiau 
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semi-conducteur lui-meme, sont particulierement penalisants et produisent 
un effet "de memoire". 

II est connu que certains materiaux semi-conducteurs et tout 
particulierement le silicium amorphe (aSiH), sont affectes d'un continuum de 
5 defauts cristallins qui forment des pieges capables de retenir les porteurs 
utiles (electrons et trous issus de la creation d'une paire electron-trou par 
I'absorption d'un photon visible). Une fois piege, le porteur est maintenu 
captif, puis relaxe apres un temps plus ou moins long, en fonction de la 
nature du piege. Le temps de captivite des porteurs peut etre grand par 

10 rapport au temps qui separe la prise de deux images successives, et le 
materiau semi-conducteur peut restituer lors de la lecture d'une image 
donnee, des charges piegees lors de la prise d'une, voire de plusieurs 
images precedentes. Ceci determine I'effet tie memoire" effet par lequel 
une image donnee peut etre affectee d'un residu des images precedentes. 

1 5 Un debut de solution au probleme pose par cet effet 'de memoire" 

est apporte dans le cas de certains detecteurs d'images, dont le 
fonctionnement fait appel a une operation de dite 'tie remise a niveau 
optique" constitute par un flash de lumiere comme decrit notamment dans 
une demande de brevet francais n° 88 12126 publiee avec le n° 2 636 800. 

20 Cette demande de brevet concerne une matrice de points photosensibles 
formes chacun d'une photodiode cooperant avec une diode de commutation. 
La matrice est exposee, entre deux sequences successives de prise 
d'image, a un flash de lumiere ou eclairement additionnel qui constitue la 
remise a niveau optique, et qui tend a faire circuler un photocourant 

25 constant ; ce photocourant cree des porteurs qui eux-memes tendent a 
saturer les pieges de facon reproductible. 

Cependant, la mise en oeuvre de cet eclairement additionnel n'est 
pas tres simple. En effet, la longueur d'onde de la lumiere utilisee doit etre 
choisie pour que I'energie des photons soit au moins egale a celle de la 

30 bande interdite (gap) du materiau semi-conducteur, du silicium amorphe 
notamment, afin que les porteurs ainsi engendres (electrons et trous) 
puissent aller remplir tous les pieges situes dans ce gap (entre la bande de 
conduction et la bande de valence). L'un des inconvenients de cette solution 
est qu'elle peut conduire a une augmentation importante du bruit, car tous 

35 les porteurs produits par I'eclairement additionnel ne sont pas pieges, et que 
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certains d'entre eux se retrouvent dans la bande de conduction. II s'avere 
qu'un eclairement additionnel dans I'infrarouge produirait des photons ayant 
I'energie la plus favorable pour saturer un grand nombre de pieges, sans 
passer dans la bande de conduction . Mais I'efficacite de cette demjere 
5 solution est cependant limitee ; en outre elle a comme inconvenient que, le 
rayonnement infrarouge etant tres mal absorbe par la photodiode, elle exige 
de produire ce rayonnement avec une puissance qui devient vite prohibitive 
(notamment sur les plans du cout et de I'encombrement) quand augmente la 
surface de la matrice a eclairer. 

10 En vue de reduire voire de supprimer le defaut de remanence ci- 

dessus indique, I'invention propose, sans faire appel a un eclairement 
additionnel, de produire dans la photodiode un courant permettant de 
saturer les pieges presents dans la structure du materiau semi-conducteur, 
de facon a eviter que lors de la lecture d'un point photosensible relative a 

15 une image donnee, le courant delivre ne soit affecte par le contenu d'une ou 
plusieurs images precedentes. 

L' invention concerne un procede de commande d'un detecteur 
d'image comportant une matrice de points photosensibles, les points 
photosensibles etant agences en au moins une ligne et en au moins une 

20 colonne et comprenant chacun un element interrupteur cooperant avec une 
photodiode, le procede consistant a polariser les photodiodes en inverse 
avant d'exposer la matrice a un signal lumineux dit utile durant une phase de 
prise d'image, puis a lire les points photosensibles dans une phase de 
lecture survenant apres la phase de prise d'image, ledit procede est 

25 caracterise en ce qu'il consiste en outre d'une part, au moins une fois avant 
la phase de prise d'image, a realiser une phase dite de saturation de pieges 
au cours de laquelle est appliquee aux photodiodes une tension dite de 
polarisation directe servant a les polariser dans leur sens de conduction 
direct, afin de provoquer dans ces dernieres la circulation d'un courant dans 

30 leur sens de conduction direct, et d'autre part a utiliser des elements 
interrupteurs d'un type dit bidirectionnel. 

On peut ainsi produire electriquement des porteurs qui vont aller 
saturer les pieges presents dans la structure semi-conductrice, en faisant, 
au moment opportun, circuler un courant dans la photodiode ; un autre 
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avantage est que ce courant peut aisement etre controle electriquement, 
c'est a dire par des tensions. 

Par le terme bidirectionnel" nous entendons definir un ou des 
elements interrupteurs capables de passer les deux sens du courant 
5 (comme dans le cas par exemple d'un transistor du type MOS), par 
opposition a une diode classique qui conduit quand elle est polarisee dans 
le sens direct, et qui est bloquee quand elle est polarisee en inverse. 

L'invention concerne egalement un detecteur d'image comportant 
un circuit de commande, une source de tension delivrant une tension dite de 
10 polarisation inverse, une matrice de points photosensibles agences en 
lignes (au moins une ligne) et en colonnes (au moins une colonne), chaque 
point photosensible etant situe au croisement d'une ligne et d'une colonne et 
comprenant un element interrupteur cooperant avec une photodiode, chaque 
photodiode etant polarisee en inverse par la tension de polarisation inverse 
15 avant une phase de prise d'image, caracterise en ce qu'il comporte en outre 
des moyens de commutation et au moins une deuxieme source de tension 
cooperant avec le circuit de commande pour appliquer aux photodiodes, 
dans une phase dite de saturation des pieges survenant avant la phase de 
prise d'image, une tension de polarisation directe polarisant les photodiodes 
20 dans leur sens de conduction direct et determinant dans ces dernieres le 
passage d'un courant dans leur sens de conduction direct. 

L 'invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui 
suit, faite a titre d'exemple non limitatif et en reference aux figures annexees, 
parmi lesquelles : 

25 - la figure 1 deja decrite, montre le schema classique d'un point 

photosensible comportant une photodiode cooperant avec un element 
interrupteur du type transistor ; 

- la figure 2 represente le schema d'un detecteur d'image selon 
l'invention, mettant en oeuvre le procede de l'invention ; 

30 - la figure 3 represente un second mode de realisation du 

detecteur de l'invention ; 

- la figure 4 represente une troisieme version du detecteur de 
l'invention ; 
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- les figures 5a a 5g torment un chronogramme illustrant le 
fonctionnement, sous la commande du procede de I'invention, du detecteur 
d'image montre aux figures 2, 3 et 4. 

La figure 2 represente de facon schematique un detecteur 

5 d'image 1 permettant la mise en oeuvre de I'invention. Le detecteur d'image 
comporte une matrice photosensible 2. La matrice 2 comporte des 
conducteurs Y1 a Y3 (dits tonducteurs lignes") disposes en lignes, croises 
avec des conducteurs X1 a X3 (dits tonducteurs colonnes") disposes en 
colonnes, avec a chaque croisement un point photosensible P1 a P9. Les 

10 points photosensibles P1 a P9 sont ainsi disposes suivant des lignes L1 a 
L3 et des colonnes CL1 a CL3. 

Dans I'exemple de la figure 2, seulement 3 conducteurs lignes et 
3 conducteurs colonnes sont represents qui determinent 9 points 
photosensibles, mais bien entendu I'invention peut s'appliquer aussi bien 

1 5 dans le cas d'une matrice ayant une capacite beaucoup plus grande ou plus 
faible. II est courant par exemple de realiser des matrices ayant des points 
photosensibles disposes suivant par exemple 2000 lignes et 2000 colonnes 
(pour une surface de I'ordre de 40 cm x 40 cm), ou bien disposes suivant 
une unique ligne et plusieurs colonnes pour constituer une barrette de 

20 detection, ou encore dispose suivant une unique ligne et une unique 
colonne pour constituer un unique point photosensible. 

Dans I'exemple non limitatif decrit, les points photosensibles P1 a 
P9 comportent chacun une photodiode Dp et un element interrupted 
constitue par un transistor T, connectes entre eux d'une meme maniere que 

25 dans I'exemple montre a la figure 1. Dans chaque point photosensible P1 a 
P9, le transistor T est relie par son drain D au conducteur colonne X1 a X3 
auquel appartient le point photosensible, sa grille G est reliee au conducteur 
ligne Y1 a Y3 auquel appartient le point photosensible, et sa source S est 
reliee a la cathode de la photodiode Dp ; dans ces condition la mise a I'etat 

30 passant" du transistor a pour effet d'appliquer a la cathode un premier 
potentiel qui est celui auquel est porte le conducteur colonne X1 a X3 
correspondant au point photosensible. Le point de jonction de la source S et 
de la cathode, repere 'A" constitue un point a potentiel flottant ou la tension 
peut varier en fonction des quantites de charges produites par la photodiode 

35 Dp au cours d'une sequence de prise d'image. Les anodes de toutes les 
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photodiodes Dp sont reunies, et regoivent un deuxieme potentiel -Vpi d'une 
tension dite de polarisation inverse Vpi, delivree par une sortie negative -" 
d'une source de tension S1 ; une sortie "+"de cette derniere est reliee au 
potentiel de reference Vr, de telle maniere que le deuxieme potentiel -Vpi_est 
5 negatif par rapport au potentiel de reference Vr (avec une valeur de 5 volts 
par exemple), potentiel de reference Vr qui dans I'exemple est aussi la 
masse. 

Le detecteur d'image comporte un circuit de commande 3, dont 
des sorties SY1, SY2, SY3 sont reliees respectivement aux conducteurs 

10 ligne Y1, Y2, Y3. Le circuit de commande 3 comporte differents elements 
(non representes), tels que par exemple, circuit d'horloge, moyens de 
commutation, registre a decalage, qui lui permettent notamment de realiser 
un adressage sequentiel des conducteurs ligne Y1 a Y3. 

Les conducteurs colonne X1 a X3 sont relies a un circuit de 

15 lecture CL, comprenant dans I'exemple un circuit integrateur 5 et, un circuit 
multiplexeur 6 forme par exemple d'un registre a decalage a entrees 
paralleles et sortie serie pouvant etre du type CCD (Charge Coupled 
Device). Chaque conducteur colonne est relie a une entree negative « - » 
d'un amplificateur G1 a G3 monte en integrateur. Une capacite d'integration 

20 C1 a C3 est montee entre I'entree negative « - » et une sortie S1 a S3 de 
chaque amplificateur. La seconde entree « + » de chaque amplificateur G1 a 
G3 est reliee a un potentiel qui dans I'exemple est le potentiel de reference 
Vr, potentiel qui par suite est impose a tous les conducteurs colonne X1 a 
X3. Chaque amplificateur comporte un element interrupteur 11 a 13 dit de 

25 remise a zero (constitue par exemple par un transistor du type MOS), monte 
en parallele avec chaque capacite d'integration C1 a C3. 

Les sorties S1 a S3 des amplificateurs sont reliees aux entrees 
E1 a E3 d'un multiplexeur 6. Cette disposition classique permet, lors de la 
lecture des points photosensibles P1 a P9, de delivrer « en serie » et ligne 

30 apres ligne, (L1 a L3) en sortie SM du multiplexeur 6, des signaux qui 
correspondent aux charges accumulees aux points « A » de tous les points 
photosensibles. 

Dans cette configuration, le circuit de commande 3 delivre par ses 
sorties SY1 a SY3, en dehors des phases d'adressage, une tension dite de 
35 repos Vb negative par rapport a la tension de reference Vr, afin de maintenir 
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a I'etat " bloque" les transistors T. L'adressage d'un conducteur ligne Y1 a 
Y3 consiste a delivrer sur la sortie SY1 a SY3 correspondante et done sur 
les grilles G de chaque transistor relie au conducteur ligne interesse, une 
impulsion de tension de polarite et amplitude appropriees a faire conduire le 
5 transistor e'est a dire a le mettre a I'etat passant" ; dans I'exemple, cette 
impulsion de tension doit etre positive, par rapport a la tension de reference 
Vr presente sur les conducteurs colonnes X1 a X3 et les drains D des 
transistors. 

Dans chaque point photosensible P1 a P9, la mise a I'etat 

10 « passant » d'un transistor T provoque dans ce dernier le passage d'un 
courant i1, et I'application de la tension de reference Vr a toutes les 
cathodes des photodiodes Dp du conducteur ligne adresse ; ces 
photodiodes sont ainsi polarisees en inverse. La photodiode Dp constituant 
une capacite quand elle est polarisee en inverse, elle conserve cette 

15 polarisation inverse quand le transistor retourne a I'etat "bloque". 

Le detecteur d'image 1 peut s'appliquer egalement a la detection 
d'images radiologiques, et comporter a cet effet un ecran scintillateur pour 
convertir un rayonnement incident notamment un rayonnement X, en un 
rayonnement lumineux dans la bande de longueurs d'onde auxquelles les 

20 photodiodes Dp sont sensibles. Un tel scintillateur peut etre constitue par 
une couche 9 (symbolisee sur la figure 2 par un carre en traits pointilles) 
d'une substance scintillatrice par exemple en lodure de Cesium (Csl) ; cette 
couche 9 peut etre deposee par dessus la matrice 2, de maniere a etre 
interposee entre cette derniere et le rayonnement X incident. 

25 L'organisation du detecteur d'image 1 et les moyens dont il 

dispose, tels que decrits jusqu'a maintenant sont classiques, mais, suivant 
une caracteristique de I'invention, le detecteur 1 comporte en outre des 
moyens pour appliquer aux photodiodes Dp une tension permettant de les 
polariser dans leur sens de conduction direct, et de leur faire conduire un 

30 courant dans le sens direct, au cours d'une phase dite de saturation des 
pieges. 

Dans un premier mode de realisation de I'invention, le detecteur 
d'image dispose a cette fin, en plus de la premiere source de tension S1, 
une seconde source de tension S2 delivrant par une sortie positive un 
35 troisieme potentiel +Vd d'une tension Vd dite de polarisation directe. Une 
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sortie negative -"de la seconde source de tension S2 est reliee au potentiel 
de reference Vr, de telle maniere que le troisieme potentiel +Vd est positif 
par rapport au potentiel de reference Vr, avec par exemple une amplitude 
egale ou superieure a la tension de coude des photodiodes Dp. Ce troisieme 
5 potentiel +Vd de la tension de polarisation directe Vd est destine, a des 
instants appropries, a etre applique aux anodes des photodiodes Dp, a la 
place du deuxieme potentiel -Vpi de la tension de polarisation inverse Vpi. 

A cet effet , dans I'exemple non limitatif decrit, le detecteur 
d'image 1 comporte en outre un circuit de commutation Cm en lui-meme 

1 o classique, represents sous la forme d'un bloc fonctionnel et constitue par 
exemple a I'aide de transistors (non represents) du type MOS. Une 
premiere et une seconde entrees ed , ec2 du circuit de commutation Cm, 
recoivent respectivement le deuxieme potentiel -Vpi et le troisieme potentiel 
+Vd. L'un ou I'autre de ces deux potentiels -Vpi, +Vd de polarisation est 

15 selectionne par le circuit de commutation Cm, puis delivre par une sortie 
Scm de ce dernier pour etre transmis aux anodes des photodiodes Dp. Ceci 
peut etre accompli par exemple en fonction d'une commande exercee sur le 
circuit de commutation Cm par le circuit de commande 3, dont a cet effet une 
sortie Sep est reliee a une entree de commande de polarisation ecp du 

20 circuit de commutation Cm. 

Dans ces conditions : d'une part, tant que le second potentiel -Vpi 
est applique aux anodes, e'est la tension de polarisation inverse Vpi qui est 
susceptible d'etre appliquee aux photodiodes Dp, et on peut commander le 
fonctionnement de celles-ci de facon classique ; quand d'autre part 

25 conformement a I'invention, a la place du deuxieme potentiel -Vpi on 
applique aux anodes le troisieme potentiel +Vd, e'est la polarisation directe 
des photodiodes Dp, qui est obtenue quand on met les transistors T a I'etat 
"passant" L'application aux photodiodes Dp de la tension de polarisation 
directe Vd, donne naissance dans chacune de celles-ci a un courant i2 dit 

30 courant direct, qui permet de remplir les pieges et de les saturer de maniere 
reproductible. Dans chaque point photosensible P1 a P9, le courant direct i2 
se referme par le transistor T avec dans ce dernier un sens de circulation 
contraire de celui du premier courant i1. 

La tension de polarisation directe Vd doit etre appliquee a la 

35 matrice photosensible 2, de preference sous une faible impedance, afin 
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notamment d'eviter d'engendrer du bruit et de I'intermodulation. L'avantage 
de ce point de vue d'un transistor T pour constituer un element interrupteur, 
est que, quand il est passant" il presente une impedance faible et de valeur 
constante. Cependant, en vue de limiter le courant direct i2 a des valeurs 
5 convenables et d'eviter de rendre trap critique la valeur de la tension de 
polarisation directe Vd, il est possible d'inserer une resistance dite de 
limitation RL en serie dans le circuit d'alimentation en tension de polarisation 
directe des photodiodes Dp, et favoriser ainsi un effet d'autoregulation de 
tension aux bornes des photodiodes Dp. Dans I'exemple non limitatif montre 
10 a la figure 2, la resistance de limitation RL est disposee en serie entre la 
seconde source de tension S2 et le circuit de commutation Cm, mais elle 
peut etre disposee en tout autre endroit du circuit propre aux courants 
directs i2. 

L'intensite du courant direct i2 permettant de saturer tous les 

15 pieges, peut etre reduite si Ton augmente son temps Td de passage et 
reciproquement. On peut indiquer a titre d'exemple non limitatif, que lors 
d'essais accomplis avec une matrice photosensible semblable a la matrice 
2, d'une surface d'environ 30 cm x 40 cm et comportant environ 4.800.000 
photodiodes : les effets de la remanence ont pratiquement ete totalement 

20 supprimes en faisant circuler un courant direct i2 simultanement dans toutes 
les photodiodes, pendant un temps de 1 milliseconde, et avec une intensite 
du courant direct i2 telle que la somme des courants directs de toutes les 
photodiodes etait de I'ordre de 50 milliamperes. Ces conditions etaient 
obtenues pour une valeur de la tension de polarisation directe Vd de 1,5 

25 volt, et une resistance de limitation RL d'une valeur de 14 ohms. 

Cependant, notamment dans certaines configurations de matrices 
ou le nombre des lignes est important, le courant dans les conducteurs 
colonnes X1 a X3 peut devenir important au point d'entraTner une difference 
de potentiel, entre le potentiel de reference Vr applique aux entrees "+"des 

30 amplificateurs integrateurs G1 a G3, et le potentiel qui est reellement impose 
aux conducteurs colonnes X1 a X3 via I'entree negative -" de ces 
amplificateurs G1 a G3. Ceci peut determiner au courant direct i2 dans 
chaque photodiode, une valeur differente de celle prevue. Un autre mode de 
realisation de I'invention montre a la figure 3, permet d'eviter cet 

35 inconvenient. 
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La figure 3 represente un detecteur d'image 1a, qui differe du 
detecteur 1 de la figure 2 uniquement dans la maniere d'imposer la tension 
de reference Vr aux conducteurs colonnes X1 a X3, sans passer par les 
amplificateurs integjateurs G1 a G3 durant la phase de saturation jdes 
5 pieges, de facon a ne pas dependre des caracteristiques de ces 
amplificateurs. 

A cette fin, chaque conducteur colonne X1 a X3 est relie d'une 
part a I'entree "" de son amplificateur integrateur G1 a G3, par 
rintermediaire d'un premier element de commutation Ca1 a Ca3 constitue 

10 par exemple par un transistor de type MOS monte en interrupted. D'autre 
part, chaque conducteur colonne X1 a X3 est en outre relie au potentiel de 
reference Vr ou masse, par rintermediaire d'un second element de 
commutation Cb1 a Cb3, pouvant egalement etre constitues par un 
transistor MOS formant interrupteur. 

15 Ces premiers et seconds elements de commutation Ca1 a Ca3 et 

Cb1 a Cb3 sont commandes par exemple a partir du circuit de commande 3, 
lequel possede a tous moments la connaissance du deroulement des 
sequences : a cet effet, d'une part une premiere sortie de commande Sc1 
est reliee aux premiers elements de commutation Ca1 a Ca3 pour les 

20 commander simultanement, et d'autre part, une seconde sortie de 
commande Sc2 est reliee aux seconds elements de commutation Cb1 a Cb3 
afin de commander ces derniers simultanement, et independamment des 
premiers. 

Dans cette configuration, avant d'appliquer la tension de 
25 polarisation directe Vd aux anodes des photodiodes Dp a I'aide du circuit de 
commutation Cm : il convient de commander les premiers elements de 
commutation Ca1 a Ca3 pour deconnecter les conducteurs colonnes X1 a 
X3 des entrees des amplificateurs G1 a G3, puis de commander les seconds 
elements de commutation Cb1 a Cb3 pour connecter ces conducteurs 
30 colonnes a la tension de reference Vr d'une maniere plus directe. Le 
potentiel de reference Vr etant ainsi applique 'tiirectemenfaux conducteurs 
colonnes, il est parfaitement stable au niveau de ces derniers. 

La resistance de limitation RL peut la aussi etre inseree en serie 
dans le circuit d'alimentation des photodiodes Dp par une tension de 
35 polarisation directe ; elle peut aussi etre deplacee par rapport a la figure 2, 
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et etre inseree entre le potentiel de reference Vr et les seconds elements de 
commutation Cb1 a Cb3 par exemple. 

La figure 4 illustre un troisieme mode de realisation de I'invention, 
par un detecteur damage 1b qui differe de celui de la figure 3 uniquement 
5 dans la facon d'appliquer une tension de polarisation directe aux 
photodiodes Dp. Les seules differences avec la figure 3 sont les suivantes : 

- a) la tension de polarisation inverse Vpi delivree par la premiere 
source de tension S1, est appliquee aux anodes des photodiodes Dp 
directement (c'est a dire sans passer par le circuit de commutation Cm) ; 

10 - b) les seconds elements de commutation Cb1 a Cb3 ne sont 

plus relies a la tension de reference Vr. lis sont relies a une sortie negative 
-"d'une troisieme source de tension S3, delivrant une tension Vd2 destinee 
a etre appliquee aux photodiodes Dp, et a constituer une seconde tension 
de polarisation directe Vd2 de ces dernieres. La troisieme source de tension 

15 S3 est reliee au potentiel de reference Vr par sa sortie positive "+" de telle 
maniere que sa sortie negative -"delivre le potentiel negatif -Vd2 de cette 
seconde tension de polarisation directe, potentiel negatif qui constitue un 
quatrieme potentiel -Vd2 connecte aux seconds elements de commutation 
Cb1 a Cb3. La seconde tension de polarisation directe Vd2 a une valeur 

20 plus grande que la tension de polarisation inverse Vpi, de telle facon que 
par rapport au potentiel de reference Vr, le quatrieme potentiel -Vd2 est plus 
negatif que le second potentiel -Vpi. 

Dans ces conditions, quand les premiers et seconds elements de 
commutation Ca1 a Ca3 et Cb1 a Cb3 sont actives pour la phase de 

25 saturation des pieges, d'une part ils deconnectent les conducteurs colonnes 
X1 a X3 des amplificateurs integrateurs G1 a G3, et d'autre part ils 
appliquent a ces conducteurs colonnes le quatrieme potentiel -Vd2. Le 
deuxieme potentiel -Vpi etant deja connecte aux anodes des photodiodes 
Dp, il en resulte que les photodiode sont alors mises en polarisation directe 

30 sous une tension de valeur egale a Vd2 - Vpi. La tension de polarisation 
inverse Vpi etant dans I'exemple egale a 5 volts, la seconde tension de 
polarisation directe Vd2 peut avoir une valeur de I'ordre par exemple de 6,5 
volts, si une resistance RL est inseree dans le circuit 
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Les figures 5a a 5g torment un chronogramme qui illustre le 
fonctionnement des detecteurs representes aux figures 2, 3 et 4, sous la 
commande d'un procede conforme a I'invention. 

La figure_5a represente des signaux appliques sur un conducteur 
5 ligne Y1 a Y3, le premier conducteur Y1 par exemple. Les figures 5b et 5f 
represented les variations d'une tension VA d'un point A" du premier point 
photosensible P1 par exemple : la figure 5b illustre particulierement la 
version de I'invention presentee aux figures 2 et 3 ; et la figure 5f se 
rapporte a la version montree a la figure 4, dans laquelle la seconde tension 

10 de polarisation directe Vd2 remplace le potentiel de reference Vr, au cours 
de la phase de saturation des pieges. 

Dans I'exemple non limitatif decrit, un debut de cycle de 
fonctionnement se situe apres un instant t1 qui marque la fin d'une impulsion 
dite de lecture IL appliquee au premier conducteur ligne Y1 (figure 5a). 

15 Cette impulsion de lecture IL a debute a un instant to du debut d'une phase 
de lecture PHL d'un cycle de fonctionnement precedent, et elle a permis de 
lire les points photosensibles P1 a P3 exposes a un signal utile de mesure 
lors d'une phase de prise d'image de ce cycle precedent. 

II est a noter qu'en I'absence d'impulsions, la tension sur les 

20 conducteurs lignes Y1 a Y3 est a une valeur de repos Vrep permettant de 
maintenir les transistors T a I'etat bloque, Vrep ayant par exemple une 
valeur negative de 10 volts par rapport au potentiel de reference Vr. Une 
impulsion de lecture IL doit mettre a I'etat 'passant" les transistors T, dont la 
grille G est reliee au conducteur ligne auquel cette impulsion est appliquee. 

25 A cette fin, I'impulsion IL est positive par rapport a la tension de repos Vrep, 
avec une amplitude telle que son sommet atteint par exemple une valeur 
positive de 10 volts par rapport au potentiel de reference Vr. 

La mise a I'etat passant" des transistors T a pour effet 
d'appliquer sur la cathode de la photodiode Dp c'est a dire au point A" a 

30 potentiel flottant, le potentiel present a cet instant sur les conducteurs 
colonnes X1 a X3, soit le potentiel de reference Vr. Ceci est represente aux 
figure 5b et 5f ou a partir de I'instant to, la tension VA au point A" partant 
d'une tension negative -Vpi1 proche de celle alors appliquee aux anodes, va 
en augmentant jusqu'a une valeur VA1 proche de la tension de reference Vr. 

35 La photodiode Dp est alors polarisee en inverse et elle constitue une 
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capacite qui est chargee a la valeur VA1 ; cette charge de capacite 
provoque sur le conducteur colonne X1, la circulation d'un courant qui 
represente les charges electriques accumulees au point A" lors de la prise 
d'image precedente. 
5 A I'instant t1 ou I'impulsion de lecture IL cesse (figure 5a), les 

transistors T commandes par le conducteur ligne Y1 retournent a I'etat 
bloque" La tension VA au point A" (figures 5b et 5g) conserve la valeur 
VA1 qui constitue une valeur de polarisation initiale. Bien entendu, tous les 
conducteur lignes Y1 a Y3 recoivent, I'un apres I'autre, une impulsion de 
10 lecture IL durant cette phase de lecture qui cesse a un instant t2, et 
revolution de la tension VA au point " A " des points photosensibles de 
toutes les lignes L1 a L3 de la matrice, est semblable a celle decrite ci- 
dessus. 

Suivant une caracteristique du procede de I'invention, chaque 
15 phase de prise d'image Phi est precedee d'une phase PHS dite de 

saturation des pieges, au cours de laquelle on provoque le passage d'un 

courant direct i2 dans toutes les photodiodes Dp. 

Dans le cas des versions avec elements de commutation Ca1, 

Cb1, cette phase de saturation PHS debute a un instant t3, auquel les 
20 premiers elements de commutation Ca1 a Ca3 sont commandes pour 

deconnecter les conducteurs lignes X1 a X3 des amplificateurs integrateurs 

G1 a G3 ; cette deconnexion est representee a la figure 5c par un creneau 

Den. 

A un instant t4, les seconds elements de commutation Cb1 a Cb3 
25 sont commandes, pour connecter les conducteurs colonnes X1 a X3, soit au 
potentiel de reference Vr (de facon directe) dans le cas de la version 
presentee a la figure 3, soit pour connecter ces conducteurs colonnes au 
quatrieme potentiel -Vd2 de la tension de polarisation directe Vd2 (cas de la 
version de la figure 4) ; cette commande de connexion est representee a la 
30 figure 5d par un creneau repere Cnx. 

Un instant t5 marque d'une part, le debut d'un temps Ted de 
duree par exemple 1 milliseconde, pendant lequel s'effectue le passage d'un 
courant direct i2 dans toutes les photodiodes Dp ; il marque d'autre part le 
debut de la phase de saturation des pieges, dans les cas des versions 
35 representees aux figures 2 et 3. A cet instant t5 : une impulsion IC dite de 
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conduction, ayant une meme amplitude que I'impulsion de lecture IL, est 
appliquee au conducteur ligne Y1 (figure 5a) mais aussi, et de preference 
(mais non obligatoirement) simultanement, a tous les autres conducteurs 
lignesY2,Y3. 

5 Les impulsion de conduction IC ont pour fonction de mettre tous 

les transistors T de la matrice a I'etat passant" durant au moins le temps 
prevu pour le passage du courant direct i2 dans les photodiodes Dp. Dans le 
cas des versions des figures 2 et 3, simultanement avec les impulsions de 
conduction IC, le circuit commutateur Cm est commande pour appliquer la 

10 premiere tension de polarisation directe Vd aux anodes des photodiodes Dp, 
en remplacement de la tension de polarisation inverse Vpi ; cette application 
de la tension Vd est representee a la figure 5e par un creneau CVd. 

Dans ces conditions, a I'instant t5 (et pour toutes les versions), 
les photodiodes Dp sont passees d'un etat de polarisation inverse a un etat 

15 de polarisation directe qui engendre un courant direct i2 dans toutes les 
photodiodes. 

Dans le cas de la version des figures 2 et 3, ou la mise a I'etat 
passant" des transistors T a pour effet d'appliquer sur les cathodes des 
photodiodes, le potentiel de reference Vr delivre par I'intermediaire des 

20 seconds elements de commutation Cb1 a Cb3, le potentiel applique aux 
cathodes des photodiodes est sensiblement inchange : c'est la modification 
du potentiel applique aux anodes qui engendre la polarisation en direct des 
photodiodes ; il n'y a done pas a partir de I'instant t5, de variation 
significative de la tension VA au point A" sauf des variations breves (non 

25 representees) aux instants de commutation. 

II est a observer que dans le cas de la version de la figure 4, la 
figure 5e n'est pas a considerer car le circuit commutateur Cm n'est pas 
utilise dans cette version ; d'autre part, la seconde tension de polarisation 
directe Vd2 etant appliquee aux conducteurs colonnes X1 a X3 depuis 

30 I'instant t4, c'est elle qui est appliquee a tous les points 'A" c'est a dire a 
toutes les cathodes des photodiodes Dp, par I'intermediaire des transistors T 
quand ces derniers sont mis a I'etat passant" Ceci determine une variation 
negative de la tension VA au point A" (figure 5f), qui passe de la valeur de 
polarisation initiale VA1 , a une valeur VA2 plus negative que celle Vpi qui 

35 est appliquee aux anodes. Dans cette version, le potentiel applique aux 
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anodes des photodiodes Dp est sensiblement inchange, et c'est la 
modification du potentiel applique aux cathodes qui engendre la polarisation 
en direct des photodiodes. 

Un instant t6 marque la fin du courant direct i2 dans les 
5 photodiodes : dans le cas des versions des figures 2 et 3, le circuit 
commutateur Cm reconnecte le second potentiel -Vpi appartenant a la 
tension de polarisation inverse Vpi, aux anodes des photodiodes, a la place 
de la premiere tension de polarisation directe Vd (figure 5e). Dans le cas de 
la version de la figure 4, les premiers elements de commutation Ca1 a Ca3 

10 connectent les conducteurs colonnes X1 a X3 aux amplificateurs 
integrateurs G1 a G3 (figure 5c), et les seconds elements de commutation 
Cb1 a Cb3 deconnectent (figure 5d) les conducteurs colonnes X1 a X3, de 
tout potentiel qu'ils pouvaient appliquer avant I'instant t6. 

L'instant t7 marque la fin des impulsions de conduction IC (figure 

15 5a) appliquees aux conducteurs lignes Y1 a Y3, et marque done le passage 
a I'etat bloque"des transistors T. Dans I'exemple non limitatif decrit, les 
transistors T sont conserves a I'etat passant" apres la fin de I'application 
des tensions de polarisation directe, pendant un temps Ts de 1 milliseconde 
par exemple ; ceci afin notamment de permettre une stabilisation de la 

20 tension VA aux points A" dans le cas des versions decrites aux figures 2 et 
3. Dans le cas de la version de la figure 4, cette prolongation des etats 
'passant" des transistors permet de conferer au potentiel VA du point A" a 
potentiel flottant (de tous les points photosensibles P1 a P9), la valeur VA1 
de polarisation initiale. II est a noter qu'a partir de l'instant t7, revolution de 

25 la tension VA au point A"est la meme pour tous les modes de realisation de 
I'invention. 

A partir d'un instant t8 ou debute une phase de prise d'image, 
representee a la figure 5g par un creneau Phi, chacun des points 
photosensibles P1 a P9 est expose a un signal lumineux dont I'intensite est 
30 fonction du contenu de I'image. Les charges engendrees par cette 
exposition sont accumulees en chacun des points A" a potentiel flottant, ou 
elles determined une diminution de la tension VA (figures 5b, 5g). Cette 
diminution est continue (si I'eclairement est constant), et elle cesse a un 
instant t9 qui marque la fin de la phase de prise d'image. La tension VA au 
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point « A » possede a cet instant par exemple une valeur VA3 dite 
d'exposition qui est conservee jusqu'a un instant t10. 

A I'instant t10, une impulsion de lecture IL est appliquee au 
premier conducteuMigne Y1 , et elle met a I'etat passanftous les transistors 
5 T commandes par ce conducteur ligne. Ceci marque le debut d'une phase 
de lecture PHL servant a lire les charges produites durant la phase de prise 
d'image Phi. On retrouve au point « A » une evolution de la tension VA 
semblable a celle deja decrite pour rintervalle de temps compris entre les 
instants to et t1 : la tension VA remonte a la valeur de polarisation initiate 
10 VA1 avec ('application de I'impulsion de lecture IL, ce qui determine sur le 
conducteur colonne X1 , un courant proportionnel a la variation de la tension 
VA au point A" due a la prise d'image. L'impulsion de lecture IL appliquee 
au premier conducteur ligne Y1 , cesse a un instant t1 1 . 

Des impulsions de lectures (non representees) sont ensuite 
15 appliquees successivement sur les conducteurs ligne Y2, Y3, pendant le 
reste de la phase de lecture PHL dont la fin survient a un instant t12. 

Les differents intervalles de temps compris entre les instants to et 
t12, correspondent a differentes etapes qui constituent un peu plus qu'un 
unique cycle de fonctionnement d'un detecteur d'image commande 
20 conformement au procede de I'invention. La fin de la phase de lecture PHL a 
I'instant t12 marque le debut d'une eventuelle sequence de fonctionnement 
suivante. 

II est a observer que la suppression des effets de remanence, a 
I'aide de phases de saturation de pieges PHS conformement a I'invention, 

25 peut s'obtenir aussi dans le cadre de cycles non repetitifs, par exemple pour 
I'acquisition d'images dans un mode de fonctionnement du type radioscopie. 

II est a observer egalement que la description de I'invention a ete 
faite en reference a une matrice dont chaque photodiode Dp est reliee a 
I'element interrupteur T par son extremite constituant la cathode ; mais bien 

30 entendu I'invention s'applique aussi bien si les photodiodes Dp sont 
montees dans le sens oppose, en inversant le signe des tensions qui leur 
sont appliquees. II est a noter enfin, que les elements interrupteurs T 
peuvent etre constitues par d'autres transistors que ceux decrits, et d'une 
maniere generale par tout element pouvant remplir cette fonction 
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d'interrupteur, des lors qu'il est tjidirectionnel" c'est-a-dire qu'il autorise les 
deux sens d'un courant. 
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REVENDICATIONS 

1 . Procede de commande d'un detecteur d'image comportant une 
matrice (2) de points photosensibles (P1 a P9), les points photosensibles 
etant agences en au moins une ligne (L1) et en au moins une colonne (CL1) 
et comprenant chacun un element interrupteur (T) cooperant avec une 

5 photodiode (Dp), le procede consistant a polariser les photodiodes en 
inverse avant d'exposer la matrice (2) a un signal lumineux dit utile durant 
une phase de prise d'image (Phi), puis a lire les points photosensibles (P1 a 
P9) dans une phase de lecture (PHL) survenant apres la phase de prise 
d'image (Phi), ledit procede est caracterise en ce qu'il consiste en outre 

10 d'une part, au moins une fois avant la phase de prise d'image (Phi), a 
realiser une phase dite de saturation des pieges (PhS) au cours de laquelle 
est appliquee aux photodiodes (Dp) une tension (Vd, Vd2) dite de 
polarisation directe servant a les polariser dans leur sens de conduction 
direct et a provoquer dans ces dernieres la circulation d'un courant dans leur 

15 sens de conduction direct, et d'autre part a utiliser des elements 
interrupteurs (T) d'un type dit bidirectionnel. 

2. Procede suivant la revendication 1 , caracterise en ce que les 
elements interrupteurs (T) sont des transistors. 

3. Procede suivant Tune des revendications precedentes, les 
20 photodiodes (Dp) etant reliees chacune par une premiere de leurs deux 

extremites (anode ou cathode) a I'element interrupteur (T) dont elle 
recoivent, quand ce dernier est mis a I'etat passant" un premier potentiel 
(Vr) dit potentiel de reference, les photodiodes (Dp) recevant par leur 
seconde extremite un second potentiel (-Vpi) determinant avec le potentiel 

25 de reference (Vr) une tension dite de polarisation inverse (Vpi) permettant 
de polariser les photodiodes dans un sens inverse a leur conduction, 
caracterise en ce que dans le cours de la phase de saturation de pieges 
(PHS), d'une part il consiste a mettre les elements interrupteurs (T) a I'etat 
passant" et d'autre part il consiste a remplacer le second potentiel (-Vpi) 

30 par un troisieme potentiel (+Vd) dont le signe par rapport au potentiel de 
reference (Vr) est contraire de celui presente par le second potentiel (-Vpi), 
de maniere a determiner une tension dite de polarisation directe (Vd) 
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servant a polariser les photodiodes (Dp) dans leur sens de conduction 
direct. 

4. Procede suivant la revendication 3, le potentiel de reference 
(Vr) etant applique^ aux elements interrupteurs (T) par I'intermediaire d'un 

5 amplificateur (G1 a G3), caracterise en ce que il consiste, dans le cours de 
la phase de saturation des pieges (PHS), a deconnecter les amplificateurs 
(G1 a G3) des elements interrupteurs (T) et a appliquer directement a ces 
demiers le potentiel de reference (Vr). 

5. Procede suivant Tune des revendications 1 ou 2 ou 3, les 
10 photodiodes (Dp) etant reliees chacune par une premiere de leurs deux 

extremites (anode ou cathode) a I'element interrupteur (T) dont elle 
recoivent, quand ce dernier est mis a I'etat passant" un premier potentiel 
(Vr) dit potentiel de reference, les photodiodes (Dp) recevant par leur 
seconde extremite un second potentiel (-Vpi) determinant avec le potentiel 

1 5 de reference (Vr) une tension dite de polarisation inverse (Vpi) permettant 
de polariser les photodiodes dans un sens inverse a leur conduction, 
caracterise en ce que dans le cours de la phase de saturation de pieges 
(PhS), d'une part il consiste a mettre les elements interrupteurs (T) a I'etat 
passant" et d'autre part il consiste a remplacer le potentiel de reference 

20 (Vr) par un quatrieme potentiel (-Vd2) ayant par rapport au potentiel de 
reference (Vr), un meme signe que le second potentiel (-Vpi) et une valeur 
plus grande, de maniere a constituer une seconde tension de polarisation 
directe (Vd2) par laquelle les photodiodes (Dp) sont polarisees dans leur 
sens de conduction direct. 

25 6. Procede suivant Tune des revendications precedentes, 

caracterise en ce qu'il consiste a appliquer aux photodiodes (Dp) une 
tension de polarisation directe (Vd, Vd2) par I'intermediaire d'une resistance 
(RL) dite de limitation, disposee en serie avec les photodiodes (Dp). 

7. Procede suivant Tune des revendications precedentes, 
30 caracterise en ce que dans la phase de saturation des pieges (PHS), il 

consiste a appliquer une tension de polarisation directe (Vd, Vd2) 
simultanement a toutes les photodiodes (Dp) de la matrice (2). 

8. Procede suivant I'une des revendications precedentes, 
caracterise en ce qu'il consiste a polariser en inverse les photodiodes (Dp) 
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entre la phase de saturation des pieges (PHS) et la phase de prise d'image 
(PHi). 

9. Procede suivant la revendication 8, caracterise en ce qu'il 
consiste a maintenir a I'etat passant" les transistors (T) , apres I'application 

5 d'une tension de polarisation directe (Vd, Vd2) aux photodiodes (Dp). 

10. Detecteur d'image mettant en oeuvre le procede suivant Tune 
quelconque des revendications 1 a 9, comportant un circuit de commande 
(3), une source de tension (S1) delivrant une tension dite de polarisation 

10 inverse (Vpi), une matrice (2) de points photosensibles (P1 a P9) agences 
en lignes (au moins une ligne) et en colonnes (au moins une colonne), 
chaque point photosensible etant situe au croisement d'une ligne (L1 a L3) 
et d'une colonne (CL1 a CL3) et comprenant un element interrupteur (T) 
cooperant avec une photodiode (Dp), chaque photodiode (Dp) etant 

15 polarisee en inverse par la tension de polarisation inverse (Vpi) avant une 
phase de prise d'image (Phi), caracterise en ce qu'il comporte en outre des 
moyens de commutation (Cm, Ca1 a Ca3, Cb1 a Cb3) et au moins une 
deuxieme source de tension (S2) cooperant avec le circuit de commande (3) 
pour appliquer aux photodiode (Dp), dans une phase dite de saturation des 

20 pieges (PHS) survenant avant la phase de prise d'image (Phi), une tension 
de polarisation directe (Vd, Vd2) poiarisant les photodiodes dans leur sens 
de conduction direct et determinant dans ces dernieres le passage d'un 
courant (i2) dans leur sens de conduction direct. 

11. Detecteur d'image suivant la revendication 10, caracterise en 
25 ce que les elements interrupteurs (T) sont d'un type bidirectionnel. 

12. Detecteur d'image suivant la revendication 11, caracterise en 
ce que les elements interrupteurs (T) sont des transistors. 

13. Detecteur d'image suivant Tune quelconque des 
revendications 10 a 12, les photodiodes (Dp) etant reliees chacune par une 

30 premiere de leurs deux extremites (anode ou cathode) a I'element 
interrupteur (T) dont elle recoivent, quand ce dernier est mis dans un etat 
passant" un premier potentiel (Vr) dit potentiel de reference, les 
photodiodes (Dp) recevant par leur seconde extremite un deuxieme 
potentiel (-Vpi) determinant avec le potentiel de reference (Vr) la tension de 

35 polarisation inverse (Vpi), caracterise en ce que les moyens de commutation 
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(Cm, Ca1 a Ca3, Cb1 a Cb3) comportent un circuit de commutation (Cm) 
permettant de remplacer le deuxieme potentiel (-Vpi) par un troisieme 
potentiel (+Vd) formant, avec le potentiel de reference (Vr), une tension de 
polarisation directeJVd) des photodiodes (Dp). 
5 14. Detecteur d'image suivant Tune quelconque des 

revendications 10 a 13, caracterise en ce que les moyens de commutation 
(Cm, Ca1 a Ca3, Cb1 a Cb3) comportent des premiers elements 
commutateurs (Ca1 a Ca3) permettant d'appliquer la tension de reference 
(Vr) aux elements interrupteurs (T) d'une maniere directe. 

10 15. Detecteur d'image suivant Tune quelconque des 

revendications 10 a 12, les photodiodes (Dp) etant reliees chacune par une 
premiere de leurs deux extremites (anode ou cathode) a I'element 
interrupteur (T) dont elle recoivent, quand ce dernier est mis dans un etat 
passant" un premier potentiel (Vr) dit potentiel de reference, les 

15 photodiodes (Dp) recevant par leur seconde extremite un deuxieme 
potentiel (-Vpi) determinant avec le potentiel de reference (Vr) la tension de 
polarisation inverse (Vpi), caracterise en ce que les moyens de commutation 
(Cm, Ca1 a Ca3, Cb1 a Cb3) comportent des seconds elements 
commutateurs (Cb1 a Cb3) permettant de remplacer le premier potentiel (Vr) 

20 par un quatrieme potentiel (-Vd2) formant, avec le deuxieme potentiel (-Vpi), 
une seconde tension de polarisation directe (Vd2) des photodiodes (Dp). 

16. Detecteur d'image suivant I'une des revendications 10 a 15, 
caracterise en ce qu'une resistance (RL) est disposee en serie dans le 
circuit (S2, Cm, Cb1 a Cb3, T) servant a appliquer la tension de polarisation 

25 directe (Vd, Vd2) aux photodiodes (Dp). 

17. Detecteur d'image suivant I'une des revendications 10 a 15, 
caracterise en ce que le detecteur d'image etant destine a la detection 
d'images radiographiques, il comporte un ecran scintillateur (9) 
convertissant un rayonnement X en un rayonnement dans la bande de 

30 longueurs d'onde auxquelles sont sensibles les photodiodes (Dp). 
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